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炭素が六角形の網目状に結合した２次元構造グラフェンは，その特異な電気的・光学的特性か

ら高速トランジスタ，集積回路、センサー，太陽電池，蓄電デバイスなど次世代電子デバイス材

料として注目されている[1-5]．グラフェンをシリコンのショットキー障壁型太陽電池の透明電極と

しての応用開発に関心が高まっており，その電力変換効率は 15.8%に達している[6]．また，近年シ

リコンの p-n接合型太陽電池の電極にも応用され，その電力変換効率は 18.8%に達している[7]．実

用化するには，さらなる電力変換効率の向上と製造のコストダウンなどの課題が残っている．グ

ラフェン/Siショットキー障壁型太陽電池における電力変換効率の向上をするには、SiO2などのパ

ッシベーション膜による接合界面特性改善やキャリアドープ，グラフェン転写法とグラフェン層

数の最適化などが挙げられる[8,9]．本研究は，SiO2パッシベーション膜の形成法に着目し，オゾン

酸化法を用いることにより膜厚制御と SiO2/Si界面特性の改善を図る目的でおこなった． 

シリコン基板の酸化膜をフッ酸により除去して超純水による洗浄をおこなった後，オゾン発生

器を用いて 300 度の加熱をおこなった．5 分～45 分間のオゾン酸化をおこなった結果，エリプソ

メーター測定により 15分間の加熱では約 2nmの SiO2膜が得られることが分かった．最適な SiO2

膜厚は約 1.5nm とされているため，5，10，15 分のオゾン酸化による SiO2のパッシベーション膜

を形成したグラフェン/Siショットキー障壁型太陽電池を作製した．グラフェン電極は，破れなど

の転写法に課題があるため，本研究では，グラフェンの直接成長を試みた．Fig.1 は，SiO2膜上に

C を 1nm，Niを 5nm成膜した 2層膜の 500℃での真空加熱により作製したグラフェンのラマン分

光スペクトルを示す．グラフェン由来の G と 2D ピークが確認できるためグラフェンは形成でき

ているが，欠陥由来の Dピークが大きく，またアモルファスカーボンも多く含まれていることが

分かった．太陽電池の電力変換効率も低いため，グラフェン電極作製の最適化が不可欠であると

考えている．また，SiO2/Si界面特性や SiO2膜厚の影響についても調べる必要があると考えている． 
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Fig. 1 Raman spectrum obtained on vaccuum-annealed 

Ni/C films at 500℃ 
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